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【はじめに】【はじめに】【はじめに】【はじめに】Ge-MOSFET における課題として，Ge のバンド端に近いフェルミレベルのピニングにより起

こる，n-Geと金属との高い接触抵抗が挙げられる。よって，ショットキー障壁値(φBn)の減少が n型 FETに

おいて重要となる。これまでの研究で，積層プロセスを用いて NiSi2層を Ge 基板上に形成し，界面に Ni3P

を挿入し熱処理を行うことで，オーミックの特性を得ることに成功した[1]。本研究では，硬 X 線光電子分

光（HXPS）から得た結果から，Ge基板のバンド曲がりの変化を観測した。 

【実験方法】【実験方法】【実験方法】【実験方法】HF処理をした n-Ge(100)基板(Nd=4×10
16 

cm
-3

)上に，スパッタ法を用いて金属を堆積した。用意

した試料，(ⅰ) Ni(0.5 nm)と Si(1.9 nm)を 8回交互に堆積，(ⅱ)Ni3P(0.68 nm)，Si(1.9 nm)の順で堆積，その上

で Ni(0.5 nm)と Si(1.9 nm)を 7回交互に堆積したものである。それぞれの試料を，裏面電極として Alを蒸着

し，N2雰囲気で 500 
o
C，1分間の熱処理を行い， HXPSを用いて Ge2p2/3軌道のスペクトルを測定した。 

【実験結果】【実験結果】【実験結果】【実験結果】Fig.1上図に HXPSで(ⅰ)の Ge2p2/3軌道のスペクトルを観測した結果を示す。スペクトルは Ge

基板と NiGeのピークで構成されている。光電子の非弾性散乱の平均自由行程を用い，Ge基板表面からバル

クにかけて観測される Ge 基板によるピークの重ね合わせを Fig.1 下図に示す。Fig.2 には(ⅱ)のサンプルで

の結果を示す。このことから，界面に不純物を導入することにより，バンド構造に変化が生じていることが

わかった。詳細は当日報告する。 
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Fig.1 Deconvolution of Ge 2p2/3 spectra of 

NiSi2/Ge without incorporation. 

Fig.2 Deconvolution of Ge 2p2/3 spectra of 

NiSi2/Ge with P incorporation. 
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